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【背景】 CMP（Chemical Mechanical Polishing）は、ウェ

ハやウェハ上の積層膜を平坦化し、半導体の微細化に貢献す

るプロセスである。我々が開発しているミニマルファブでは、

全てのプロセスを同時新規開発するため、過去歴史的経緯で

決まってきたデザインルールとそれに対する必要プロセス

テクノロジーの関係を守ることは無意味であり、過去

0.25micron 世代から導入された CMP についても、早々に開

発に着手している。前回の発表では、ミニマル規格に準拠し

た CMP 装置を完成させ、その基本的性能を報告した[1、2]。 
一般に CMP プロセスでは、ウェハのエッジ部が削れやす

く、研磨レートが高い。我々のハーフインチウェハでは、エ

ッジ部の影響が大きい為、面内均一性の向上は、特に重要な

課題である。今回は、CMP での面内均一性を改善するため

に、装置改良を行ったので報告する。 

【装置概要】 ミニマル CMP 装置の研磨ヘッド部の概要を図

1 に示す。ウェハ保持部材及び研磨ヘッド内ゴム製リング材

で弾力を持たせ、研磨面に対し、研磨ヘッドの力が均一に掛

かるように工夫している。また研磨後に超音波洗浄やスピン

乾燥をさせたのち、装置内でウェハ上の酸化膜厚（残厚）を

計測するシステムを備える。 

【実験】 １．Si の CMP プロセス： 加重を 200、300、500、
800 gf/cm2と変えて研磨を実施。 ２．SiO2の CMP プロセ

ス： Si と同様に加重を変えて研磨を行った。 研磨前後の

Si と SiO2 の厚みはそれぞれ、赤外線式干渉膜厚計と分光エ

リプソメトリを用いて計測した。 

【結果及び考察】装置改良後の Si 及び SiO2 研磨における研

磨レートと面内９点の研磨レートのバラツキを調べた。改良

前のデータと比べて、研磨レートは 1 割～3 割ほど落ちるが、

面内バラツキを、最大で４分の 1 以下と、大幅に下げること

が出来た。当日はハーフインチウェハにおける研磨メカニズ

ムについて考察すると共に、最新データを交えて議論を行う。 
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